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En la última clase . . .

Hablamos de:

Modos de operación del BJT

Ecuaciones en el modo activo:

iC = ISe
vBE/VT

iB =
iC
βF

iE =
βF

1 + βF
iC =

iC
αF

Vimos un ejemplo de diseño simple.
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Configuración en Emisor Común

Caracteŕıstica de vCE , iC

Es una de las caracteŕısticas más
utilizadas en análisis de circuitos
con BJTs.

P: Cómo se construye?
R: Con el siguiente circuito
(conceptual)

Figura: Configuración de Emisor Común
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Voltaje Early: VA

iC = Ise
vBE/VT

(
1 +

vCE

VA

)
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Voltaje Early: VA
La pendiente de la recta es:

r0 ≡

(
∂iC
∂vCE

∣∣∣∣
vBE=constante

)−1

=
VA + VCE

IC

Circuito equivalente (señal grande):
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Configuración en Base Común
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Ruptura de Transistores

BVCEO =
BVCBO

n
√
β

donde n está en el rango 3 a 6.
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